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Transistör, emiter

ve kollektör uçlarý arasýndaki direncin, beyz ucuna uygulanan akým deðeri ile

azaltýlýp yükseltildiði elektronik devre elemanýdýr.

1. 

PNP  ve  NPN  Tipi  Transistörler

1.  Yapýsý  ve  Çalýþmasý

 

PNP  tipi

transistör iki P tipi germanyum arasýnda çok ince (0,025 mm) N tipi madde

yerleþtirilmesiyle meydana gelir. Ýkinci ünitede açýklandýðý gibi P tipi madde

içinde negatif iyon halinde indiyum atomlarý ile ayný sayýda oyuklar ve az

sayýda elektronlar mevcut idi. N tipi Germanyum ise pozitif olanak iyonize

olmuþ arsenik atomlarý ile hareketli serbest elektronlar ve az sayýda

oyuklardan meydana gelmiþtir. PNP tipi transistor de devreye oyuklar hakim NPN

tipi transistor de ise devreye elektronlar hakimdir. Transistörler de 3 adet

ayak vardýr. Bunlar EMÝTER (yayýcý), BEYZ (taban) ve KOLLEKTÖR (toplayýcý)

uçlarýdýr. Emiter kýsaca E, Beyz (baz) kýsaca B ve Kollektör (Collektör) C ile

gösterilir.

 

  


   


   

PnP tipi transistörlerde akým taþýma iþini çoðunlukla bulunan oyuklar, NPN tipi

transistörlerde ise akým taþýma iþini serbest elektronlar yapar. PNP ve NPN

tipi transistörün iç yapýsýný birbirine ters seri baðlý iki diyota benzetirsek

transistörün

Þekil : .1. 

Transistörün Sembolleri

saðlamlýk kontrolünde çok büyük

kolaylýklar saðlarýz. Aþaðýdaki þekilde NPN ve PNP tipi transistörün ters seri

diyota benzemiþ þekli görülmektedir.

2. Öngerilimlendirme

1.  Doðru Polarmalandýrma

Transistörün asýl

görevi deðiþik frekanstaki AC iþaretlerini yükseltmektir. Transistörün bu

görevi yerine getirebilmesi için önce Emiter, Beyz ve kollektörün DC gerilim

ile beslenmesi gerekir. Uygulanan bu DC gerilime polarma gerilimi denir.

Transistörün çalýþmasýný saðlayacak þekilde, Emiter beyz ve kollektörün belirli

deðerdeki ve iþaretteki DC gerilimi ile beslenmesine transistörün

polarmalandýrýlmasý (kutuplandýrýlmasý) denir. Aþaðýdaki þekilde PNP tipi

transistörün iç yapýsý ve doðru polarmalandýrýlmýþ þekli görülmektedir.

.2. 

Polarmalandýrýlmasý

.1.  Doðru Polarmalandýrma

 

  


   


   

Transistörün asýl görevi deðiþik frekanstaki AC iþaretlerini yükseltmektir.

Transistörün bu görevi yerine getirebilmesi için önce Emiter, Beyz ve

kollektörün DC gerilim ile beslenmesi gerekir. Uygulanan bu DC gerilime polarma

gerilimi denir. Transistörün çalýþmasýný saðlayacak þekilde, Emiter beyz ve

kollektörün belirli deðerdeki ve iþaretteki DC gerilimi ile beslenmesine

transistörün polarmalandýrýlmasý (kutuplandýrýlmasý) denir. Aþaðýdaki þekilde

PNP tipi transistörün iç yapýsý ve doðru polarmalandýrýlmýþ þekli

görülmektedir.

Þekil 2. 

Transistörün Doðru Polarmalandýrýlmasý.

Dikkat edilirse þekilde emiter ve
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beyz düz polarmalý, kollektör ise ters polarmalý olarak baðlýdýr. Bu her zaman

böyle olmak zorundadýr. Yani sadece kollektör ucu ters olarak

polarmalandýrýlmalýdýr. Aksi takdirde transistör çalýþmaz. Sl ve S2 anahtarlarý

açýkken transistör içinde el ve e2 gibi birbirine zýt küçük gerilim setti

meydana gelir. Sl ve S2 anahtarlarý kapatýldýðýnda, VCC'nin artý kutbu oyuklarý

beyz bölgesine iter. Bu oyuklar ayný zamanda VBB'nin eksi kutbu tarafýndan da

çekileceðinden oyuklarýn hýzlarý artar.

Emiterden gelen oyuklar beyzde elektron baðý kuracak

yeterli sayýda serbest elektron bulamazlar. VCOVBB olduðundan gelen oyuklarýn

büyük çoðunluðu VCC'nin eksi kutbu tarafýndan çekilir. Emiterden gelen

oyuklarýn% 95 civarý VCC'nin eksi(-) kutbu tarafýndan çekilmiþ olur. % 5 lik

kýsmý ise VBB'nin küçük olmasý sebebiyle VBB'nin eksi kutbu tarafýndan çekilir.

Dikkat edilirse, kollektör akýmý beyz akýmýndan çok büyüktür. Kollektör akýmý

mA seviyesinde iken beyz akýmý mikro amper seviyelerindedir. Bu yüzden bazý

hesaplamalarda beyz akýmý yok kabul edilip, emiter akýmý kollektör akýmýna eþit

tutulabilir. Halbuki emiter üzerinden kollektör ve beyz akýmlarýnýn toplamý

geçmektedir.

IE=IB+IC

Transistörün beyz bölgesine giren akýma beyz akýmý

denir. PNP tipi bir transistörün çalýþmasý NPN tipi transistörün çalýþmasýnýn

aynýsýdýr. Bu yüzden NPN tipi transistör ayrýca anlatýlmayacaktýr, sadece geçen

akým yönleri farklýdýr.

.2. Ters

Polarmalandýrma

Transistörler hiçbir zaman ters polarmalandýrýlmamalýdýr.

Aksi taktirde devre çalýþmayacaðý gibi transistör ve diðer devre elemanlarý da

zarar görebilir Transistörün ters polarmalandýrýlmasý demek; uçlarýna çalýþma

þartlarýndan farklý polarmada gerilim tatbik etmek demektir. Aþaðýdaki þekilde

PNP tipi bir transistörün deðiþik þekillerde ters polarmalandýrýlmýþ hali

görülmektedir Biz biliyoruz ki her zaman beyz-emiter arasý doðru,

beyz-kollektör arasý ise ters polarmalandýrýlmasý gerekir. Halbuki þekil a'da

beyz-emiter arasý doðru fakat beyz-kollektör arasý da doðru

polarmalandýrýlmýþtýr. Beyz-emiter arasý ve beyz-kollektör arasý doðru

polarmalandýrýldýðý için kýsa devredir. Geçecek akýmdan dolayý beyz bölgesi

zarar görür.

 

  


   


   

Þekil b'de beyz-kollektör arasý

doðru polarizeden dolayý kýsa devredir Geçen kýsa devre akýmýndan dolayý beyz

bölgesi zarar görür. Þekil c'de hem emiter-beyz arasý hem de beyz-kollektör

arasý ters polarmalandýrýlmýþtýr. Devreden akým geçmez.

Þekil 3.  Transistörün Ters Polarmalandýrýlmasý.

3.  Akým  ve Gerilim 

Yönleri

 

  


   


   

Aþaðýdaki þekilde NPN ve PNP tipi transistörün elektrikî olarak devreye

baðlanmasý, polarma gerilimi ve akým yönleri görülmektedir. Polarma gerilimi

emiter ok yönüne göre yapýlmalýdýr. transistor de iki adet gerilim vardýr. Biri

VBE diðeri VCE�dir. VBE = 1 voltun altýndadýr. VCE  ise polarma gerilimidir.

Þekil : 3.4. 

Transistörün Akým ve Gerilim Yönleri

Uluslar arasý

kabule göre, bir iletkendeki elektron akýþ yönü ile akým yönü birbirine göre

terstir. Uluslar arasý Elektroteknik Kuruluþu (IEC) tarafýndan, yapýlan kabule göre;

Elektrik ve Elektronik devrelerdeki akým yönü, besleme kaynaðýnýn, pozitif

kutbundan (+), negatif kutbuna (-) doðru olan yöndür. 

Nitekim, diyot

sembollerindeki ve transistörlerin emiterindeki akým yönünü gösteren oklar da

�+� dan �-� ye doðrudur. Elektron yönü yalnýzca teorik açýklamalar sýrasýnda

gösterilmektedir.
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2.  Transistörler

de Yükseltme Ýþleminin Gerçekleþtirilmesi

.1.

Alfa (a), Beta (b) ve Gama (g)

Akým Kazançlarýnýn Bulunmasý

Bir transistor de

emiter akýmý iki kola ayrýlýr. Biri beyz akýmý diðeri ise kollektör akýmýdýr.

Her tür transistör ve her çeþit çalýþmada daima IE=IC + IC �dir. Genellikle, IB

akýmý, IC yanýnda ihmal edilerek IE = IC yazýlýr. Sonuç olarak; IB akýmý giriþ

akýmý, IC akýmý da çýkýþ akýmý olarak deðerlendirilirse, IB gibi küçük deðerli

bir akýmdan, IC gibi büyük deðerli bir akýma ulaþýlmaktadýr. Bu olay,

transistörün akým yükselteci olarak çalýþtýðýný gösterir. Baðlantý þekillerine

göre transistörlerin giriþ ve çýkýþ akýmlarý deðiþiktir. Beyzi þase

yükselteçteki bu oranda elde edilen kazanç, a

(alfa) akým kazancý olarak, emiteri ve kollektörü þase yükselteçte ise bu

oranda elde edilen kazanç b (beta) akým

kazancý olarak tarif edilir.

1.  Alfa (a) 

Akým  Kazancý

Beyzi þase

yükselteç devresinde, kollektör akýmýnýn emiter akýmýna oranýna alfa (a) akým kazancý denir.

                     dir.

Örnek:  IE = 15 mA,  IB = 1 mA   ve IC = 14 mA ise akým kazancýný

bulalým.

                 

a  Akým kazancý hiçbir zaman  1�den büyük

olmaz. Fakat mümkün olduðu kadar 1�e yaklaþtýrýlmaya çalýþýlýr. Bu durum beyz

kalýnlýðýnýn mümkün olduðu kadar ince yapýlmasýyla saðlanýr. Beyz ne kadar ince

olursa, emiterden çýkan elektron veya oyuklarýn beyzdeki oyuk ve elektronlarla

birleþmesi o kadar az olur. Böylece kollektöre giden elektron veya oyuk sayýsý

artmýþ olur.  a  akým kazancýnýn  1�den

küçük olmasý, devrenin yükseltme yapmayacaðýný düþündürebilir. Ama beyzi þase

yükselteçlerde, akým yükseltmesi deðil, gerilim yükseltmesi yapýlýr.

2.  Beta  (b) 

Akým  Kazancý (hFE)

Emiteri þase

yükselteçlerde, kollektör akýmýnýn (IC) beyz akýmýna (IB) oranýna denir. b akým kazancý bazý
yerlerde  hFE 

olarak da ifade edilir.

             b = 

.3.  Cama (g) 

Akým  Kazancý

Kollektörü þase

yükselteçlerde emiter akýmýnýn beyz akýmýna oranýna gama (g) ve beta (b)

her zaman  1�den büyüktür.

             b = 

2.  a,  b 

ve   g   Akým  Kazançlarýnýn 

Dönüþtürülmesi 

                   a.IE = b.IB

b  �yý  çekersek;

                     

      

Her iki tarafý  IE�ye bölersek;       bulunur.

Öyleyse a bulunduktan sonra b bulunabilir. Yukarýdaki örnekte b�yý

bu formül ile bulalým. Daha önce 14 bulmuþtuk.

   

olarak  bulunur.

b� yý   g  cinsine  çevirecek olursak;

       

IC = IE � IB ÞIC = IE - bulunan IB ve

IC�yi b formülünde yerine koyarsak:

        

b  =  g

- 1    bulunur.

33.  Transistörün  Dört

Bölge  Karakteristiði

 

  

fizik

http://www.fizik.biz Joomla! ile Güçlendirilmiþtir Oluþturan: 11 September, 2010, 00:46





   


   

Transistörlerin karakteristik eðrileri 4 grup olup, koordinat sistemi üzerinde,

I, II, III ve IV. bölge eðrileri olarak açýklanýr. Üretimi yapýlan her

transistör için imalatçý firma tarafýndan bu dört karakteristik eðrisi de

çizilir. Böylece elektronik devre tasarýmý yapan kiþiler, hazýrlanan bu

transistör katalog bilgileri ve karakteristik eðrilerinden faydalanýlýr.

Þekil : 3.5. 

Transistörün Dört Bölge Karakteristik Eðrisinin Toplu Gösterilmesi

1. 

Bölge (IC-VCE) Karakteristiði ve yük Doðrusunun Çizilmesi

I. Bölge

karakteristik eðrisi belirli IB giriþ akýmý deðerlerinde VCE geriliminin deðiþimine

göre IC deðiþimini gösterir. Bu eðriden transistör çýkýþ direnci (VCE/IC)

bulunur. Devrede IB�yi ölçmek için mikro ampermetre, IC�yi ölçmek için milli

ampermetre ve VCE�yi ölçmek için voltmetre kullanýlýr. Devredeki RB ve RC

dirençleri transistörü korumak amacýyla kullanýlmýþtýr. 

Ýlk önce VBB

kaynaðý yardýmýyla IB = 0mA�e ayarlanýp

sabit býrakýlýr. Sonra VCC kaynaðý yardýmýyla VCE gerilimi sýrasýyla  1, 2, 3,

4... 15 V gibi deðerlere ayarlanýp her deðer için IC akýmý okunup bir tabloya

yazýlýr. Bittikten sonra ayný iþlem IB = 10 mA

..... 100 mA  deðerleri için de

yapýlýr. Her IB deðeri için iþaretlenen noktalar birleþtirilir. Böylece

transistörün I. bölge karakteristik eðrisi çizilmiþ olur. 

 

  


   


   

Þekil 3.6.  Transistörün I. Bölge Karakteristik Eðrisi

 Deney þemasý ve karakteristik eðrisi

aþaðýda verilmiþtir.

2.  II. Bölge (IB �

IC)  Karakteristiði

 

  


   


   

II. Bölge karakteristik eðrisi sabit VCE gerilimi altýnda IB giriþ akýmýnýn

deðiþimine göre IC çýkýþ akýmýnýn deðiþimini gösterir. Bu eðriden b akým kazancý (IC/IB) bulunur. Eðriyi

çýkarmak için yukarýdaki þekilden  faydalanýlýr. VCC kaynaðý ile VCE gerilimi

örneðin 7 V�a ayarlanýp sabit býrakýlýr. VBB kaynaðý aracýlýðýyla       IB = 10mA  yapýlýp IC akýmý okunur. IB
deðerleri

yine VBB kaynaðý yardýmýyla sýrasýyla 20mA,

30mA .... 60mA   deðerlerine getirilip her IB deðerine karþýlýk gelen IC

akýmý okunup yine tabloya kaydedilir. Okunan tablodaki deðerler aþaðýdaki

þekildeki IB ve IC eksenlerine kaydedilir. Deðerlerin kesiþim noktalarý

bulunur. Bu noktalar birleþtirilerek transistörün II. Bölge karakteristik

eðrisi çizilmiþ olur.

Þekil : 3.8.  Transistörün II. Bölge Karakteristik Eðrisi

Yukarýdaki eðriden

örneðin Ib akýmý 30mA   iken IC

deðerinin 4 A olduðunu görürüz. Buna göre b

akým kazancýný bulacak olursak;

     bulunur.

3.  III.  Bölge  (VBE

� IB)  Karakteristiði
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Þekil : 39.  Transistörün  III. Bölge  Karakteristik

Deneyi

III. Bölge

karakteristik eðrisi sabit VCE çýkýþ geriliminde VBE giriþ gerilimindeki

deðiþime göre IB giriþ akýmýndaki deðiþimi gösterir. Bu eðriden transistörün

giriþ direnci (VB/IB) bulunur.

 

  


   


   

III. Bölge karakteristik eðrisini çýkartmak için VCC kaynaðý yardýmýyla VCE

gerilimi IV�a ayarlanýr. VBB kaynaðý yardýmýyla her VBE gerilimi deðiþiminde IB

akýmý deðiþimi tabloya yazýlýr. Bu iþlem VCE�nin diðer deðerleri için de

tekrarlanýp tabloya yazýlýr. Deðerler koordinat sistemine aktarýldýðýnda III.

Bölge karakteristik eðrisi çizilmiþ olur.

 

Þekil

: .10.  Transistörün  III. Bölge  Karakteristik  Eðrisi



  


   


   

4.  IV. Bölge (VBE � VCE)  Karakteristiði

 

Þekil : 11. 

Transistörün  IV. Bölge  Karakteristik  Deneyi

IV. Bölge

karakteristik eðrisi belirli IB deðerlerinde VBE giriþ gerilimindeki deðiþime

göre, VCE çýkýþ gerilimindeki deðiþimi gösterir. Bu eðrilerden transistörün

geri besleme oraný (VBE/VCE) bulunur.

Yukarýdaki devrede

VBB kaynaðý ile IB = 10mA �e ayarlanýr.

VCC kaynaðý ile VCE gerilimi eþit aralýklarla ayarlanýp her VCE deðerine

karþýlýk gelen VBE gerilim deðerleri tabloya yazýlýr. Deðiþik IB deðerleri için

ayný iþlem tekrarlanýr. Deðerler koordinat sistemine aktarýldýðýnda IV. bölge

karakteristik eðrisi bulunmuþ olur. 

 

  


   


   Þekil 3.12. 

Transistörün IV. Bölge Karakteristik Eðrisi

 

 

4. 

Transistörün  Anahtarlama   Elemaný  Olarak  Çalýþtýrýlmasý

 

  


   


   

Transistör, bir çok uygulamada anahtarlama elemaný olarak kullanýlmaktadýr.

Aþaðýdaki þekilde, beyz devresindeki anahtar açýk durumda iken devreden her

hangi bir beyz akýmý geçmez. Bu durumda transistör kesim bölgesindedir.

Dolayýsýyla kollektör akýmý geçmez. Kollektör akýmý geçmez ise led�de yanmaz. S

anahtarý kapatýldýðýnda devreden beyz akýmý geçer. Transistör geçen IB�nin katý

kadar IC�den akým geçerek led�in yanmasýný saðlar.

Þekil : 3.13. 

Transistörün Anahtar Olarak Çalýþtýrýlmasý

VBE�yi ihmal

edersek, devreden geçen IB þöyle bulunabilir:



Transistörün b deðerini 100 kabul edersek, kollektör akýmý
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þöyle bulunur:

IC = b.1B        1C = 100.80mA       1C = 8000mA   olarak  hesaplanýr.

Kollektör � emiter

uçlarýnýn kýsa devre edildiðini kabul edip IC akýmýný hesaplarsak;

    bulunur.

Buna göre,

transistörün kollektör devresinden geçebilecek akým en fazla 2 mA olabileceði

halde, b.1B formülü ile daha yüksek bir

kollektör akýmý hesaplamýþtýk. Bu demektir ki, yukarýdaki devrede anahtar

kapatýldýðýnda, kollektör akýmý mutlaka maksimuma ulaþacaktýr. Baþka bir

deðiþle transistör mutlaka doyum durumuna geçecektir. Transistörün gerçek

anlamda anahtar olarak çalýþmasý, doyma halindeki çalýþmadýr. Bu tip devrelere,

transistör mutlaka saturasyon durumuna ulaþtýðý için hard saturasyon devresi

denir.

5. 

Transistörün  Yükselteç  Olarak  Çalýþtýrýlmasý

     Yükselteç olarak çalýþtýrýlan bir transistörden, þu üç iþlemin

gerçekleþtirilmesinde faydalanýlýr.

1.     

Akým kazancý saðlamak,

2.     

Gerilim kazancý saðlamak,

3.      Güç

kazancý saðlamak.

Burada kazancýn

anlamý, transistör giriþine verilen akým, gerilim veya gücün çýkýþtan daha

yüksek deðerlerde elde edilmesidir. Bunu saðlamak için de belirli devrelerin

oluþturulmasý gerekir.

Karakteristik

eðrileri, transistör üreticileri tarafýndan hazýrlanan tanýtým kitaplarýnda

(katalog) verilir. Transistör, hem DC hem de AC yükselteç olarak çalýþabilir.

Bu nedenle, transistörü gereði gibi inceleyebilmek için ayrý ayrý DC ve AC�deki

çalýþma hallerinin incelenmesi gerekir. DC çalýþmada giriþteki ve çýkýþtaki

akým ve gerilim deðerleri arasýndaki baðýntýya statik karakteristiði, Ac

çalýþmadaki akým ve gerilim baðýntýsýna da dinamik karakteristiði denir.

Transistör yükselteç olarak þu üç baðlantý þeklinde çalýþtýrýlabilmektedir:

1.     

Emiteri ortak baðlantýlý yükselteç.

2.     

Beyzi ortak baðlantýlý yükselteç.

3.      Kollektörü

ortak baðlantýlý yükselteç.

Ortak baðlantýlý

deyimi, giriþte ve çýkýþta ortak olan uç anlamýnda kullanýlmýþtýr. Aþaðýdaki

þekilde PNP tipi transistörle düzenlenmiþ, emiteri þase yükselteç devresi

görülmektedir. Beyze uygulanacak gerilim R1, R2 gerilim bölücü dirençleri ile

saðlanýr. Giriþteki kondansatör üzerinden uygulanan alternatif gerilim,

kollektör akýmýna kumanda eder. Kollektör akýmý RC yük direnci üzerinde giriþe uygulanan

gerilimle ayný uyumda olan gerilim düþümü oluþturur.

Çýkýþtaki

kondansatör üzerinden alýnan AC gerilimi, giriþteki AC�den büyük olduðu için

transistör yükselteç olarak çalýþmýþ olur. Devrede C1 ve C2 kuplaj

kondansatörleri kullanýlmýþtýr. Kondansatörler sadece AC�yi geçirirler. Burada

AC�yi geçirdikleri için kuplaj kondansatörleri denilmiþtir.

 

 

  


   


   

Þekil : .14.  Transistörün Yükselteç Olarak

Kullanýlmasý

6. Çalýþma  Noktasýnýn 

Stabilize Edilmesi (Bulunmasý)

Stabil çalýþmayý zorlaþtýran iki önemli etken vardýr:

1.     

Isýnan transistörün Ic kollektör akýmýnýn artmasý.

2.      Bir
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devredeki transistör yerine baþka bir transistörün kullanýlmasý halinde akým

kazancý farklý olursa devre ayný devre olduðu halde, çýkýþ akýmý deðiþeceðinden

stabilite bozulacaktýr.

Transistörün

çalýþma noktasýný bulabilmek için o transistörün çýkýþ karakteristik eðrisi (I.

bölge karakteristiði) üzerine, yük doðrusunun çizilmesi gerekir. Transistörün

kollektörüne konan yük direnci deðerine göre I. bölge (IC-VCE) eðrileri üzerine

çizilen doðruya DC yük doðrusu denir. DC yük doðrusunun orta noktasý

transistörün Q çalýþma noktasýný verir. Çalýþma noktasý ise, yükselteç katý

giriþine sinyal verilmediði durumda transistörün beyzinde VBE�nin kaç volt

olduðunu, IB ve IC deðerlerinin kaç mA veya mA

olacaðýný anlarýz.  Ayrýca yükselteç giriþine sinyal uygulandýðýnda giriþ

sinyalinin deðerine göre beyz ve kollektör akýmlarýnýn, hangi deðerler arasýnda

deðiþeceði kolaylýkla görülür.Birinci bölge eðrileri üzerine yük doðrusu þöyle

çizilir:

VCC besleme kaynaðý,

RL yük direnci ve beyz akýmý tarafýndan belirlenen tam iletken ve tam yalýtkan

durumlarýndan istifade edilir.

Aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi S anahtarý açýk ise IB = 0 olacaðýndan

transistör çalýþmaz. RL yük direncinden akým geçmez. Kollektör � emiter arasý

açýk devredir. Buna göre;

VCC = VCE � Vl          VCC = = VCE + IC.Rl         IC = 0    olduðundan,

VCC = VCE = 10 V      bulunur.

S anahtarý kapatýlýr ve IB = Maksimum yapýlýrsa transistör tam iletken

olur. Bu durumu kollektör � emiter arasýný kýsa devre þeklinde izah edebiliriz.

Buna göre;

VCC = VCE + VL         VCE = 0     olduðundan,

VCC = Vl         VCC = IC.Rl         IC = 

IC = 10 mA       bulunur.

 

  


   


   

Yukarýda bulduðumuz IC = 10 mA   ve  VCE = 10V  deðerlerini Ic-VCE  koordinat

sisteminde iþaretleyip bu noktalar birleþtirilirse DC yük doðrusu çizilmiþ olur.

 

Þekil : .15.  Transistörün Çalýþma Noktasýnýn Bulunmasý

Transistörlerin

çalýþma noktalarý;

a.      

Kesim Noktasý :  Bu durumda beyz ucunda tetikleme akýmý yoktur.

Dolayýsýyla kollektör-emiter arasýndan akým geçmemektedir. Yani transistör

çalýþmamaktadýr.

b.     

Doyum (Saturasyon) Noktasý :  Transistörün beyzine uygulanan

tetikleme akýmý maksimum düzeydedir ve kollektör-emiter arasý iletkendir.

Transistör taþýyabileceði en yüksek akýmý geçirmektedir.

c.      

Aktif Çalýþma Noktasý :  Transistör kesim ile doyum noktalarý

arasýnda sürekli olarak deðiþkenlik gösterebilecek biçimde çalýþmaktadýr.

Yükselteç devresinde kullanýlan bir transistör daima aktif bölgede çalýþýr.

Yani beyz akýmýnýn sürekli deðiþmesi ve dolayýsýyla kollektör akýmýnýn da buna

baðlý olarak deðiþmesi gibi.

Çýkýþtaki kondansatör üzerinden alýnan AC gerilimi, giriþteki AC�den

büyük olduðu için transistör yükselteç olarak çalýþmýþ olur. Devrede C1 ve C2

kuplaj kondansatörleri kullanýlmýþtýr. Kondansatörler sadece AC�yi geçirirler.

Burada AC�yi geçirdikleri için kuplaj kondansatörleri denilmiþtir.

 

kaynak:Transistör 
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